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• 1200V, 20A (2x10A) Rectifier Diodes 
 

• High Temperature Operation Tj = 200°C 
 

• Effective Zero Reverse and Forward Recovery  
 

• High Frequency Operation 
 
• High Speed Low Loss Switching 

 
 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tc = 25°C unless otherwise stated) 

VRRM Repetitive Peak Reverse Breakdown Voltage 1200V 

VRSM Surge Peak Reverse Voltage  1200V 
VDC DC Blocking Voltage 1200V 
IF(AVG) Average Forward Current 20A 

IF(PEAK) Peak Forward Surge Current, Tc = 125°C 50A 

PD Power Dissipation (per leg) 116W 

TJ Junction Temperature Range -55 to +200°C 

Tstg Storage Temperature Range -55 to +225°C 

 
  THERMAL PROPERTIES  

Symbols Parameters Max. Units 

RθJC Thermal Resistance, Junction To Case 1.5 °C/W 

 
 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Per Die, Tc = 25°C unless otherwise stated) 

Symbols Parameters Test Conditions Min. Typ. Max. Units 

VF 
(1)

 Forward Voltage 
IF = 10A   1.6 1.8 

V 
 Tc = 175°C  2.5 3.0 

IR Reverse Current 
VR = VRRM   10 200 

µA 
 Tc = 175°C  20 1000 

         
DYNAMIC CHARACTERISTICS (TC = 25°C unless otherwise stated) 

QC
(2) Total Capacitative 

Charge 

IF = 10A                    VR = 1200V 

di/dt = 500A/µs         TJ = 25°C 
 61  nC 

    

NotesNotesNotesNotes 
(1) Pulse Width ≤ 380us, δ ≤ 2% 
(2) By Design. Not a production test. 
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NotesNotesNotesNotes 
(3) SiC Schottky Diode, no minority carrier recombination thus zero reverse recovery. Recovery time shown is due to a small junction 

capacitance charge and is independent of junction temperature 
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MECHANICAL DATA  
Dimensions in mm (Inches) 
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TO258 (TO-258AA) 

    
Pin 1 – Anode  Pin 2 - Cathode Pin 3 – Anode 
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Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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